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s Considerar Vi, = 26mV.

Una muestra de Silicio de largo L = 1 um estd homogeneamente dopada con atomos aceptores
con una concentracién N; = 10 at/cm?3. Luego, se realiza un segundo dopaje con aceptores
sobre toda la muestra, pero ahora con una concetracién no uniforme que sigue la ley Na(z) =
1017 at/cm3 - exp (—(%)2) con z en metros y A = L/5. Calcular la diferencia de potencial entre
los extremos de un bloque de silicio (¢p [mV] = ¢(0) — ¢(L)).

Un diodo PN tiene dopajes Na = 10'7at/cm? y Np = 10'%at/cm3. Indicar cudnto vale aproxi-
madamente la movilidad de los portadores mayoritarios en el lado menos dopado.

Calcular el campo eléctrico aplicado en el 6xido (FE,, [V/cm]) de una juntura MOS fabricada
con polysilicio dopado tipo P y sustrato dopado con Np = 106 ecm ™3, C’ . = 4,06 x 1078 F /cm?,
72 =201V~ Vo = -1V cuando se aplica Vgp = 1,5 V.

Un diodo ideal P*N con dopajes N4 = 10"at/cm?® y Np = 10'%at/cm?, corriente de saturacién
inversa I, = 1,25-10713 A y drea A = 0,1 mm? est4 polarizado en directa con corriente I = 1 mA.
Calcular la capacidad de difusion (Cy; ¢ [F]).

Un JFET de canal N estd conectado de la siguiente forma: el drain conectado a una fuente
de alimentacién de 3V, el source conectado al catodo de un diodo zener, y el gate del JFET
conectado a una fuente de tensién (Vi) que controla la corriente de drain. Los pardmetros del
transistor son Ipgs = bmA y Vp = —1V. El danodo del diodo zener estd conectado a tierra, y
sus parametros son Vy = 1.2V, Ly, = 0,60mA v L. = 10mA. Calcular los valores extremos
de Vo (Va,min ¥ Va,maz) Para que el diodo funcione en la regién de zener.

. Cuadl de los siguientes pardametros limita el minimo valor del tiempo de propagacion (t,) que se
puede obtener en un inversor CMOS fabricado en un proceso estandar?

Realizar el corte lateral de un MOSFET de canal N fabricado en un proceso CMOS estandar
de sustrato tipo P. Indique claramente cada uno de los materiales, dopajes, y terminales del
dispositivo.

Se disena un amplificador emisor comun sin realimentacién y sin carga, polarizado con una
unica Rp y una unica Rco. A la entrada, la fuente de senal presenta una tensién vg pico y una
resistencia serie Rg no nula. Al implementar el amplificador, el transistor utilizado tiene un
considerablemente mayor que lo estimado en la etapa de disenio. ;Qué consecuencias tendré esto
sobre el desempeno del amplificador?

Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor PNP con
parametros S = 200 y V4 = 20V. La tension de alimentacién es Voo = 5V, y el transistor
estd polarizado con una resistencia de base Rp = 39k() entre la base del transistor y tierra, y
una resistencia de colector, Rc = 10082 conectada a tierra. A la entrada del amplificador, se
conecta una sefial (vs) con resistencia serie Ry = 1k{) a través de un capacitor de desacople de
valor adecuado. Calcular A,,, Riny y Rour-
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Un amplificador source comun alimentado con Vpp = 3V esta polarizado con dos resistencias
de gate de valor elevado (orden de magnitud: 10k2), y resistencia de drain Rp = 470(Q. Los
pardametros del transistor son p Cf,y = 100 pA/V2, W =600pum, L = 5um, Vo = 0,75V y se
puede considerar A = 0. A la entrada, se conecta una fuente de senal senoidal con tensién pico
vs = 150mV y resistencia serie Ry = 50€). ;Cudl es la minima corriente de polarizacién Ipg con
la que se puede polarizar el transistor para evitar la distorsion por alinealidad?

Se implementa un rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos discreto, donde
cada diodo tiene parametros Vaxon = 1,2V, 0;c = 1,5°C/W y 0, = 5°C/W. A la entrada
del puente, se conecta una senal cuadrada con valor alto V* = 4200V y valor bajo V= =
—200V, simétrica y con frecuencia f = 50 Hz. La carga del rectificador puede representarse como
resistencia de 5 2. Considerando que la temepratura del ambiente de operacion puede alcanzar
los T,, = 50°C, y que a cada diodo se adosa un disipador con resistencia térmica 64,5 = 7°C/W,
calcular la temperatura de juntura de los diodos (7 [°C]).

Diodos de potencia: ;Qué consideraciones constructivas se tienen en cuenta al fabricar un diodo
PN de potencia?
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